
原田善之a、大吉啓司a、児子精介a、李政祐a、加藤誠一a、

井上純一a、柳町治a、中野嘉博a,b、北澤英明a、木戸義勇a

a(独) 物質・材料研究機構

b日本GIT

応用物理学会 第 会学術講演会
Seep 8 - 11, 2009

富山大学

8-a-p15

FIBを用いた陽極酸化アルミナ
ReRAMデバイスの作製
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背景

陽極酸化アルミを用いたReRAM素子の基本構造

ReRAMとして動作するには？

↓
何本のフィラメントが形成されればよいのか

↓
素子サイズ（最小）、集積度、動作原理

↓
FIBを用いて小さい単位を切り出し動作を確認
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実験方法（陽極酸化アルミナ作製方法）



実験方法（ナノロッド形成及び測定）

NPF FIB装置

SII ナノスコープAFM

ナノサーチ顕微鏡
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実験結果 （FIB加工)

外周加工

サイズ加工

削り加工

仕上げ加工

陽極酸化アルミナ

2 μm



実験結果
(AFM測定 200nmΦ ロッド)

AFM 形状像

5 μm角

ナノロッド破損



実験結果
(AFM測定 500 nmΦ ロッド)

AFM 形状像

3 μm角 1 μm角 300 nm角

ロッド頂上部のみにアプローチ



実験結果
(AFM測定 電流測定)

AFM像

300 nm角

形状像 電流像 I-Vカーブ

電流を確認することはできなかった



•陽極酸化層の膜厚
•ALD保護層の膜厚
•Al上部電極表面の酸化
•W蒸着層
•AFM電流測定の上限

本測定の問題点



•200nm サイズで陽極酸化膜を切り出すことに成功

•AFM電流同時測定モードにおいてI-V測定を行う

•500nmサイズロッドにおいては200nmサイズのロッド頂上部

へのプローブのアプローチには成功

•しかしながら、今回の測定においては電流を観測することが

できなかった

まとめと今後の計画

•素子上部構造の最適化による再チャレンジ
•リソ技術による微小デバイスの形成

素子の最小動作単位、集積度、動作原理の解明へ
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